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Two sets of indium tin oxide thin film were prepared at different thicknesses onto the 
corning glass substrates using radio frequency magnetron sputtering method. Set one 
is for single configuration sample and set two is for sensor array sample.  All 
samples were annealed at temperature of 600°C for 4 hours inside a furnace.  A 
surface profiler was used to measure the thickness of the samples while a UV-VIS 
spectrophotometer was used to measure their optical properties.  The gas sensing 
characterization system was used to determine the gas sensing properties in 200 ppm 
of nitrogen dioxide, NO2.  The thickness of the sample was found to be in the range 
of 132 nm to 424 nm.  The transmittance and the optical band gap decrease as 
thickness increases.  The resistance decreased to several kilo ohms when the 
operating temperature increased for all samples. The highest sensitivity for single 
configuration was found in sample C with thickness 227 nm (45 minutes deposition 
time). Sample H has the highest sensitivity (combination of 15 minutes + 90 minutes 
deposition times) for array configuration. Thus, the response time and the 
corresponding recovery time for sample C were 66.6 seconds and 133.2 seconds 
respectively; while for sample H, the response time was 60 seconds and recovery 













Dua set saput tipis indium timah oksida telah berjaya dihasilkan di atas kaca korning 
dengan menggunakan kaedah percikan magnetron frekuensi radio. Set pertama untuk 
sampel konfigurasi tunggal dan set kedua untuk konfigurasi pelbagai. Kesemua 
sampel tersebut disepuh lindap pada suhu 600ºC selama 4 jam di dalam relau. Alat 
profil permukaan telah digunakan untuk mengukur ketebalan sampel manakala 
spektrofotometer UV-VIS digunakan untuk mengukur sifat optik.  Sistem penderia 
gas telah digunakan untuk menentukan sifat penderia gas pada 200 ppm nitrogen 
dioksida, NO2. Ketebalan sampel adalah dalam julat 132 nm ke 424 nm.  Kehantaran 
dan jurang tenaga optik berkurang dengan pertambahan ketebalan. Rintangan 
berkurang kepada beberapa kilo ohms apabila suhu operasi untuk kesemua sampel 
bertambah. Sensitiviti tertinggi untuk konfigurasi tunggal didapati pada sampel C 
dengan ketebalan 227 nm (45 minit masa pemendapan). Sampel H mempunyai 
sensitiviti tertinggi (gabungan antara 15 minit + 90 minit masa pemendapan) untuk 
konfigurasi pelbagai. Oleh itu, masa gerak balas dan masa pemulihan untuk sampel 
C masing-masing adalah 66.6 saat dan 133.2 saat; manakala untuk sampel H, masa 
gerak balas adalah 60 saat dan masa pemulihan adalah 333.6 saat. 
